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^ if ffia & If S » B w j&* m * * 

Verfahren zum Nlassbehanri aln von scheibenfSrmiqen Geqenstanden 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur FIQssigkeitsbehandlung eines definierten Bereiches 
einer Hauptoberfiache eines scheibenfdrmigen Gegenstandes, insbesonderk eines Wafers. 

I 

Der Grund fOr eine Behandlung eines definierten, randnahen Abschnitts eines 
scheibenformigen Gegenstandes, insbesondere eines Wafers, soil im folgenden beschrieben 
werden. 

Ein Wafer, beispielsweise ein Siliziumwafer, kann beispielsweise allseitig eine Beschichtung 
von Siliziumdioxid aufweisen. FOr nachfolgende Prozesse (wenn zum Beispiel eine 
Goldschicht Oder eine Schicht aus Polysilizium (polykristallinem Silizium) aufgebracht werden 
soli) kann es notwendig sein, den Wafer zumindest im Randbereich einer Hauptoberfiache, 
gegebenenfalls aber auch im Bereich seiner Umfangsflache und/oder der zwerten 
Hauptoberfiache von der vorhandenen Beschichtung zu befreien. Dies geschieht durch 
Atzverfahren, die sich vor allem in Trockenatzverfahren und Nassatzverfahren untergliedern 
lassen. Auch kann es erwQnscht sein ein zuvor galvanisch aufgebrachtes Metall (z.B. Kupfer) 
von bestimmten Bereichen einer Hauptoberfiache eines Halbleitersubstrates zu entfernen. In 
diesem Fall kann dieser Bereich entweder ein ringfftrmiger, randnaher Abschnitt sein oder 
genau der Bereich, der Hauptoberfiache auf der sich die Strukturen befinden (device side), in 
dem sich keine Strukturen befinden, d.h. der chipfreien Zone. 

s 

Ein Grund dafUr Schichten von randnahen Abschnitten zu entfernen kann der folgende sein. 
Bei verschiedenen Prozessen werden Obereinander unterschiedlichste Schichten aufgebracht. 
Diese Schichten uberziehen auch den Randbereich des Wafers. Beim Transport des Wafers 
wird dieser im Randbereich mehr oder weniger fest durch Greifmittel beruhrt. Dadurch kann es 
zum Absplittern der Schichten kommen. Dadurch werden Partikel generiert die wiederum die 
Waferoberflachen verunreinigen kannen. 

Die Erfindung ist auf das Behandeln von scheibenfdrmigen Gegenstanden mit FIQssigkeiten 
gerichtet, wie z.B. das Nassatzen von Schichten. Dabei wird der zu behandelnde 
Flachenabschnitt des Wafers mit der Behandlungsflussigkeit benetzt und die zu entfernende 
Schicht bzw. die Verunreinigungen abgetragen oder in diesem Flachenabschnitt eine Schicht 
aufgebracht. 

Wahrend der FIQssigkeitsbehandlung kann der scheibenformige Gegenstand entweder still 
stehen oder rotieren (z.B. urn seine Achse). 
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Dementsprechend liegt nun der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Moglichkeit 
aufeuzeigen, auf einer Oberflache eines scheibenformigen Gegenstandes einen definierten 
Abschnitt mit einer FIQssigkeit zu behandeln, wobei es u.a. auch moglich sein soil einen 

5 Randbereich von Qber 2 mm (gemessen vom aulleren Rand des scheibenformigen 
Gegenstandes) zu behandeln. Wenn auch hier jeweils ein Bereich, der von einer Kreislinie 
nach aulien und/oder innen begrenzt ist, so ist dies dennoch nicht notwendig; der zu 
behandelnde Bereich kann auch z.B. durch ein Vieleck begrenzt sein. Diese Begrenzungslinie 
kann, wenn es sich bei dem scheibenfdrmigen Gegenstand um einen Halbleiterwafer handelt, 

10 dem Bereich der Oberflache auf dem sich die Chips befinden („device area") entsprechen. 
Demzufolge ist der auBere, chip-freie Bereich zu behandeln. 



Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es den definierten Bereich hintereinander mit zwei 
Oder mehrere von einander verschiedenen FIQssigkeiten zu behandeln, zum Beispiel um zwei 




15 oder mehrere Schichten von dem scheibenformigen Gegenstand im definierten Randbereich 
zu entfernen. Dies kann insbesondere dann problematisch sein, wenn beiden Schichten nicht 
durch die selben AtzflQssigkeiten angegriffen werden. Zur Veranschaulichung des Problems 
soil folgendes Beispiel dienen. Schicht A wurde direkt auf das Bulksilizium eines 
Siliziumwafers aufgetragen. Schicht B wurde auf die Schicht A aufgebracht. Schicht A ist 

20 Siliziumdioxid, d.h. eine Schicht, die nur von FlusssSure nennenswert angegriffen wird. 
Schicht B ist Kupfer, d.h. eine Schicht, die nur von starken Oxidationsmitteln angegriffen wird. 
Starke Oxidationsmittel greifen Siliziumdioxid jedoch im Allgemeinen nicht an und auf der 
anderen Seite wird Kupfer von FlusssSure kaum angegriffen. 

25 Danach schlagt die Erfindung in ihrer allgemeinsten AusfOhrungsform ein Verfahren zurru 
Behandeln von scheibenfSrmigen GegenstSnden mit einer ersten FIQssigkeit und mindestens" 
einer zweiten FIQssigkeit zumindest in einem definierten Randbereich eines scheibenfflrmigen 
Gegenstandes vor, wobei die ersten FIQssigkeit von der zweiten FIQssigkeit verschieden ist. 

30 Der Unterschied der beiden FIQssigkeiten kann sich durch die Wahl der Komponenten Oder 
deren~Kdnzisntration"ergeberr 

Unter Behandeln ist hier zum BeispM Nassatzen, Nassreinigen oder auch eine 
elektrochemische Behandlung (Galvanisches Atzen, galvanisches Beschichten 
35 (Electroplating)) zu verstehen. Auch kann die Oberflache nasschemisch durch oberflSchliches 
Umwandeln (Oxidieren) behandelt werden. 
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Das Verfahren enthalt die folgenden aufeinanderfolgenden Schritte: 

. Der scheibenfermige Gegenstand wird in die Nahe einer Maske gebracht. wobei der 
Abstand a1 zu der Maske grader gteich 0 mm ist und die Maske in dem Bereich, in 
dem der scheibenfarmige Gegenstand behandelt werden soli, mit dem 
5 scheibenfarmigen Gegenstand Qberlappt, 

. Auftragen der ersten FIQssigkeit, so dass diese im Bereich zwischen der Maske und 

dem scheibenfarmigen Gegenstand gehalten wird, 
. Ernanen des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenfarmigen Gegenstand 
auf einen Abstand a2, 

10 • Entfernen der auf dem scheibenfarmigen Gegenstand verbleibenden Reste der ersten 
FIQssigkeit, 

. Verringern des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenfarm.gen 

Gegenstand auf einen Abstand b1, 
. Auftragen der zweiten FIQssigkeit. so dass diese im Bereich zwischen der Maske und 
1 5 dem scheibenfarmigen Gegenstand gehalten wird, 

. Erhahen des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenfarmigen Gegenstand 
auf einen Abstand b2, 

. Entfernen der auf dem scheibenfarmigen Gegenstand verbleibenden Reste der 
zweiten FIQssigkeit. 

Wahrend bisher definierte Randbereiche mit Masken nur mit einer einzelnen FIQssigkeit 
behandelt werden konnten, gibt dieses Verfahren nun die Maglichkeit, einen definierten 
Randbereich hintereinander auch mit mehreren unterschiedlichen FIQssigkeiten zu behandeln, 
wobei dieses Verfahren den zusatzlichen Vorteil hat, dass diese unterschiedlichen 
FIQssigkeiten nicht mit einander vermischt werden. 
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Bei einer AusfQhrungsform des Verfahren entfernt die erste FIQssigkeit eine erste Schicht vom 
scheibenfarmigen Gegenstand und die zweite FIQssigkeit behandelt die freigelegte 
Oberflache. Die zweite FIQssigkeit kann die freigelegte Oberflache atzen. Wenn die freigelegte 
Oberflache die Oberflache einer weiteren zweiten Schicht ist, kann die zweite FIQssigkert d.e 
freigelegte Oberflache so atzen, dass diese zweite Schicht nur gedOnnt Oder auch entfernt 
wird. 

Sowohl die erste Schicht als auch die zweite Schicht kann aus einer oder mehreren 
Teilschichten unterschiedlicher Materialien bestehen, wobei den Teilschichten untereinander 
gemeinsam ist, dass diese durch die gleiche FIQssigkeiten (Atziasung) geatzt bzw. entfernt 
werden kannen. Wahrend bisher nur Schichtkombinationen geatzt werden konnten, welche 
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mit einem Atzmittel zu entfernen waren, gibt dieses Verfahren nun die Maglichkeit, auch 
Schichtkombinationen von einem definierten Randbereich zu entfernen die unterschiedlicher 
Atzmittel bedQrfen. 

i 
i 

5 Nach einer vorteilhaften AusfQhrungsform des Verfahren, soli der Abstand a2 bzw. b2 
mindestens eineinhalbmal so groli sein wie der Abstand a1 bzw. M. Dadurch wird die 
Wahrscheinlichkeit wesentlich erhoht, dass sich ein FIGssigkeitsfiim, der zwischen dem 
scheibenfarmigen Gegenstand und der Maske durch KapillarkrSfte gehalten wird, zerstdrt 
wird* 

10 

In einer weiteren AusfQhrungsform des Verfahren wird zumindest eine der mindestens zwei 
AtzfiGssigkeiten auf die der Maske abgewanden Seite aufgebracht, fliefct urn den 
umfangseitigen Rand des scheibenfarmigen Gegenstandes und dringt dann in den Bereich 
zwischen der Maske und dem scheibenfarmigen Gegenstand ein. Hierdurch kann die 
15 AtzflQssigkeit gleichmalSig auf den gesamten Rand des scheibenformigen Gegenstandes 
verteilt werden. 

Auch kann dadurch gleichzeitig zumindest eine Schicht auf der der Maske abgewandten Seite 
des scheibenfarmigen Gegenstandes zumindest teilweise entfernt werden. 

20 

Zumindest eines der Materialien der zu entfernenden Schicht kann aus der folgenden Gruppe 
bestehen: Siliziumdioxid (thermisches Oxid, TEOS (Tetraethoxysilan)), Siliziumnitrid, Titan, 
Titannitrid, Tantal, Tantalnitrid, Kobalt, Gold, Silber, Platin, Wolfram, Wolframsilizid, 
Polysilizium, Kupfer, Aluminium, Silikatglas (fluoriertes Silicatglas, Borsilicatglas (BSG), 
25 Borphosphorsilicatglas BPSG, Phosphorsilicatglas PSG, undotiertes Silikatglas (USG)), Bor- 
Strontiumtitanat (BST), Blei-Zirkoniumtitanat (PST). 

Zumindest eines der Materialien kann aus der Gruppe gewahlt sein bestehend aus Titan, 
Titannitrid, Tantal, Tantalnitrid, Kobalt, Gold, Silber, Platin, Wolfram, Wolframsilizid, 
30 Polysilizium (polykristallines Silizium), Kupfer, Alu minium und ein anderes Ma teri al aus de r 
Gruppe Siliziumnitrid, Siliziumdioxid, Silikatglas. Die eine Gruppe enthait Materialien, die 
vorzugsweise mit oxidierenden Atzmitteln entfernt werden konnen. Die andere Gruppe enthalt 
Materialien, die mit Flusssaure enthaltenden Atzmitteln entfernt werden. 

35 Bei einem vorteilhaften Verfahren erfolgt das Entfernen der auf dem scheibenfarmigen 
Gegenstand verbleibenden Reste der ersten Atziasung dadurch, dass die verbleibenden 
Reste der ersten Atzlosung abgeschleudert werden. Bei einer anderen AusfQhrungsform 
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erfolgt das Entfernen der auf dem scheibenfdrmigen Gegenstand verbleibenden Reste der 
ersten Atzldsung durch AbspQlen mit einer FIQssigkeit. Beide Ausflihrungsformen verhindern, 
dass es durch ein Verbleiben von Resten von Atzmittel auf der Oberflache des 
scheibenfdrmigen Gegenstandes zu Korrosion kommt. Auch kann der Trager und mit ihm der 
Wafer wahrend der gesamten Behandlung rotieren. i : 

Das Erhdhen und Verringern des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenfdrmigen 
Gegenstand kann durch Anheben bzw. Senken des scheibenformigen Gegenstandes 
geschehen. Dadurch kann die Maske fix mit dem Trager verbunden bleiben. , 

Bei einem vorteilhaften Verfahren geschieht das Anheben bzw. Senken des scheibenfarmigen 
Gegenstandes dadurch, dass die der Maske zugewandte Oberflache des scheibenfdrm.gen 
Gegenstandes Qber Gasdusen angestrdmt wird und zwar durch entsprechendes Andem der 
Geschwindigkeitskomponente des Gasstroms, die normal auf die Oberflache des 
scheibenfdrmigen Gegenstandes wirkt. Dies hat den Vorteii, dass die dem Trager zugewandte 
Oberflache des scheibenformigen Gegenstandes nicht beruhrt werden muss, sondern in einen 
von der Maske wetter entfernten Schwebezustand QbergefQhrt wird. Das Erhdhen der 
Geschwindigkeitskomponente des Gasstroms, die normal auf die Oberflache des 
scheibenformigen Gegenstandes wirkt, kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Der 
Gasstrom einer schrag oder normal zur Oberflache des scheibenformigen Gegenstandes 
gerichteten V.elzahl von Gasdusen wird erhdht oder Qberhaupt erst eingeschalten, oder e.ne 
schrag zur Oberflache des scheibenfdrmigen Gegenstandes gerichteten Vielzahl von 
Gasdusen wird in deren Lage so verandert, dass die Gasdusen steiler gegen die Oberflache 
des scheibenfdrmigen Gegenstandes gerichtet ist. 

Bei einer AusfQhrungsform des Verfahren wird der scheibenformige Gegenstand wahrend der 
Atzbehandlung umfangseitig durch Greifelemente gehalten. Das Anheben und Senken des 
scheibenfdrmigen Gegenstandes kann hier erleichtert werden, indem wahrend des Anhebens 
und Senkens des scheibenfdrmigen Gegenstandes die Greifelemente nicht anliegen. Dazu 
30 kdnnen die Greifelemente (z.B. Haltepins) kurz gedffnet werden. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 7 wird im folgenden eine Vorrichtung beschrieben, mit der das 
beanspruchte Verfahren durchgefuhrt werden kann. Die Vorrichtung besteht aus einem Trager 
11 (Chuck), der aus einem Grundkdrper 4 und einem Ring 2 besteht. Der Ring ist Qber die 
35 Abstandskdrper 41 beabstandet zum Grundkorper auf diesem befestigt. Die dem Wafer 
zugewandte Flache des Ringes ist eine Ebene, und zwar parallel zur Hauptoberflache des 
Wafers. Auf dem Ring 2 sind Stifle 3 (Haltepins) befestigt, die bezogen auf die Rotationsachse 
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A des TrSgers 1 1 radial nach auBen bewegt werden konnen und den Wafer W umfangsseitig 
umschlieften kSnnen. Die Stifte 3 haben die Form kleiner Zylinder rn'rt ihren Achsen senkrecht 
zur OberflSche des Wafers. In den Grundkorper 4 sind Gaskanale 44 und 45 eingearbeitet, die 
in GasdQsen 46 und 49 mQnden und gegen die dem TrSger 1 1 zugewandte OberflSche des 

5 Wafers gerichtet sind. Die Dusen 46 und 49 sind schrag nach aufien gestellt, wobei die weiter 
innen liegenden Dusen 49 weniger schrag gestellt sind, als die weiter aufien liegenden DQsen 
46, d.h. der austretende Gasstrom G1 der weiter auften liegenden DQsen 46 trifft in einem 
flacheren Winkel auf die WaferoberflSche, als der austretende Gasstrom G2 der weiter innen 
liegenden DQsen. Sowohl die innen liegenden DQsen 49, als auch die aulien liegenden DQsen 

10 46 kOnnen wahlweise entweder eine Vielzahl kreisfarmig angeordnete DQsen sein, Oder die 
Form von RingdQsen besitzen. 

Die innenseitige Kontur des Ringes (Maske) ist im Normalfall ein Kreis. Dieser Kreis besitzt 
einen Radius, der so viel kleiner ist, als der Radius des Wafers wie der zu atzende 

15 Randbereich des Wafers breit sein soli. Falls der Rand eines Wafers, der einen sogenannten 
Flat besitzt, geatzt werden soil, und der Randbereich im Bereich des Flats behandelt werden 
soil, ist die Kontur der Maske entsprechend zu w§hlen. Bei der DurchfQhrung des Verfahren ist 
darauf zu achten, dass der Wafer so auf den Chuck gelegt wird, dass der Flat des Wafers im 
Bereich des Flats der Innenkontur des Ringes zu liegen kommt. Um zu verhindern, dass sich 

20 der Wafer wahrend der Behandlung gegenGber dem Ring verdreht, werden Greifmittel 
(Haltepins) vorgeschlagen, die den Wafer im Bereich des Flats berQhren. Diese Greifmittel 
konnen beweglich oder starr ausgebildet sein. 

Die in Fig. 7 beschriebene Vorrichtung kann auf im wesentlichen zwei verschiedene Arten 
25 betrieben werden. Bei der ersten Betriebsart kdnnen der auflere Gasstrom G1 und der innerei 
Gasstrom G2 getrennt von einander ein und ausgeschaltet werden. Ist nur der erste Gasstronv 
G1 eingeschalten, so strdmt Gas nur Qber den Bereich 47. Der Wafer W wird nur leicht 
angehoben, wodurch sich ein kleiner kapillarartiger Spalt 15 zwischen Maske 2 und Wafer W 
ausbildet. Auch kann z.B. kein Gasstrom eingeschalten werden, wodurch der Wafer auf der 
30 Maske (Ring) aufliegt. Wird in diesem ersten Betriebszustand nun FIQssigkeit auf die obere 
Seite W^Wafet^^fget^^ nun zusatzlichT 

Oder statt des Gasstromes G1 der Gasstrom G2 eingeschalten, so stromt Gas nicht nur Qber 
den Bereich 47 auBerhalb der auBeren DQsen 46, sondern auch Qber den Bereich 48 
zwischen den auSeren und den inneren DQsen. Durch diesen zweiten Betriebszustand wird 
35 der Wafer W etwas angehoben, dargestellt durch die gepunktete Linie. Der Waferrand gleitet 
dabei entlang der Zylinderflache der Stifte 3, wozu es notwendig sein kann die Stifte 
vorrtibergehend leicht zu affnen. Dieses leichte Anheben des Wafers reicht aus dafGr, dass 
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die FIQssigkeit im Spalt 15 zwischen Maske und Wafer nicht mehr durch Kapillarkrafte 
gehalten wird. Die FIQssigkeit kann aus diesem Bereich entfemt werden, was durch den 
Gasstrom geschieht, d.h. die Tropfen werden radial nach auBen hin weggeblasen. UnterstQtzt 
kann das Entfernen der FIQssigkeit dadurch werden. dass der gesamte Trager 11 und mit ihm 
der Wafer rotiert. Zusatzlich kann durch eine DQse, welche durch die FIQssigkeitsleitung 28 
gespeist wird, SpQIflQssigkeit durch den GrundkSrper 4 auf die dem Trager zugewandte 
Waferoberflache gefQhrt werden, wodurch die im Spalt 15 befindliche FIQssigkeit zusatzlich 
verdrangt wird. Diese SpQIflQssigkeit muss ihrerseits selbstverstandlich auch wieder entfernt 
werden. Was durch abschleudern geschieht. 



10 



Bei der zweiten Betriebsart werden beide GasstrSme G1 und G2 gemeinsam geschaltet. In 
einem ersten Betriebszustand strOmt weniger Gas als in einem zweiten Betriebszustand, 
wodurch der Wafer im zweiten Betriebszustand eine Lage einnimmt, bei der sein Abstand zu 
der Maske 2 gra&er ist, als im ersten Betriebszustand. Der Abstand des Wafers W zur Maske 
15 2 im ersten Betriebszustand ist z.B. 0,3 mm und im zweiten 0,8 mm. 

Anhand der Figuren 8 und 9 sind verschiedene mogliche Anwendungsformen des Verfahren 
beschrieben. 

20 Die Figuren 8a - 8d zeigen mogliche Behandlungsstufen eines Wafers (im Querschnitt) der 
ursprQnglich auf seinem Kern 60 (Bulksilizium) eine Schicht 62 aufgebracht hat (Fig. 8a). 
Danach wird diese Schicht 62 auf der Oberseite, im Randbereich und im definierten 
Randnahen Bereich der Unterseite des Wafers entfernt. Es verbleibt die Schicht 63 (Fig. 8b). 
Nun wird die freigelegt Oberflache mit einer zweiten FIQssigkeit behandelt, und zwar z.B. 
gereinigt, geatzt (geatzter Bereich 64 Fig. 8c) oder eine neue Schicht 67 (Fig. 8d) aufgetragen. 

Die Figuren 9a - 9e zeigen mSgliche Behandlungsstufen eines Wafers (im Querschnitt) der 
ursprQnglich auf seinem Kern 60 zwei Schichten (70. 72) aufgebracht hat (Fig. 9a). Danach 
wird die erste Schicht 72 auf der Oberseite. im Randbereich und im definierten Randnahen 
30 Bereich der Unterseite entfernt. Es verbleibt die Schicht 73 (Fig. 9b) und die Schicht 70 ist 
entsprechend freigelegt. Nun wird die freigelegt Oberflache der Schicht 70 behandelt, und 
zwar z.B. gereinigt, geatzt oder eine neue Schicht aufgetragen (nicht dargestellt). Wenn die 
freigelegte Oberflache der Schicht 70 geatzt wird, so kann diese lediglich gedQnnt (gedOnnter 
Bereich 74. Fig. 9e) oder im behandelten Bereich komplett entfernt werden. wobei die Schicht 
35 71 verbleibt (Fig. 9c). Nach entfernen der Beiden Schichten 70 und 72 im behandelten Bereich 
kann auf der nun freigelegten Oberflache eine Schicht 77 aufgetragen werden (Fig. 9d). 
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Im folgenden ist unter Bezugnahme auf die Figuren 1-6 ein Beispiel fQr eine mdgliche Abfoige 
der Prozessschritte beschrieben: 

a) Der Wafer W auf den Chuck gelegt m'rt einem Gasvoiumenstrom (G1 + G2) von 0-40 
l/min, wodurch sich ein Abstand a1 von 0 - 0,3 mm des Wafers zur Maske einstellt. Der 
Wafer liegt nun auf der Maske auf Oder schwebt auf einem Gaspolstf r. SchlielJen der 
Haltepins 3. Die Vorderseite des Wafers (Wf, „device side") ist dem Chuck bzw. dem Ring 
2 zugewandt. Der Abstand wird dabei so gewahlt, dass AtzflQssigkeit, die zwischen dem 
Wafer und der Maske eindringt nicht weiter eindringt, als Wafer und Maske einander 
Qberlappen. Auch wenn der Abstand 0 mm betragt dringt Atzflussigkeit in den Bereich 
zwischen Wafer und Maske ein, was durch die Oberflachenrauhigkeit von Maske und/oder 
Wafer bedingt ist. 

b) Rotieren des Chucks mit dem Wafer m'rt einer Geschwindigkeit von 300 min" 1 . Auftragen 
eines ersten Atzmittels auf die RQckseite Wb des Wafers, das Atzmittel flielit durch a 
Fliehkraft zum Rand des Wafers urn dessen Rand herum und zum Teil F2 auf die " 
Vorderseite Wf des Wafers (Fig. 1). Der Groftteil F1 des Atzmediums wird abgeschleudert. 
Dabei werden alle Schichten, die durch das erste Atzmittel entfernt werden kOnnen auf der 
RQckseite, dem Waferrand und der Vorderseite soweit der Wafer und die Maske einander 
Qberlappen entfernt, d.h. bis zum Punkt P (Bereich d). Ein Teil der Atzflussigkeit verbleibt 
in dem kapillarahnlichen Bereich 15 zwischen der Vorderseite des Wafer und der Maske 
(Fig. 2). 

c) Stoppen des Flussigkeitsauftrages. 

d) Erhdhen des Gasvolumenstroms auf 100 - 300 l/min, wodurch sich ein Abstand a2 von 
0,7 - 1 ,4 mm des Wafers zur Maske einstellt, wobei es notwendig sein kann die Haltepins 
kurz zu 6ffnen (Fig. 3). Der FIQssigkeitsfilm zwischen Maske 2 und Wafervorderseite wird 
zerstdrt, dargestellt durch die Tropfen 6. i 

e) Abschleudern der ersten Atzflussigkeit mit 3000 min" 1 . Der Teil der Atzflussigkeit, der in 
der Kapillare zwischen der Vorderseite des Wafer und der Maske verblieben ist, wird 
dadurch aus diesem Bereich entfernt. 

f) Optional kann zur Verbesserung des Entfernen der Reste der ersten Atzflussigkeit, auf die 
Vorder- und/oder die RQckseite SpQIflQssigkeit (z.B. entionisiert es Wasser) aufge tragen 
werden. Dieses wird, da der Abstand zwischen Wafer und Maske zu hoch ist, nicht durch 
Kapillarkrafte dazwischen gehalten, und kann daher leicht abgeschleudert werden. Der 
dafQr notwendige Abstand bzw. der entsprechende Gasvoiumenstrom lasst sich empirisch 
ermitteln. 

g) Verringern des Gasvoiumenstrom auf 0-40 l/min, wodurch sich ein Abstand b1 von 0 - 
0,3 mm des Wafers zur Maske einstellt, wobei es notwendig sein kann die Haltepins kurz 
zu offnen, damit sich der Wafer absenkt (Fig. 4 und Fig. 5). 
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h) Wiederholen der Schritte b) - f) (Fig. 4 - 6) wobei statt der ersten AtzflQssigkeit eine zweite 
AtzflQssigkeit verwendet wird, die von der ersten verschieden ist. 

i) Gegebenenfalls wiederholen des Schrittes g) und anschlie&endes wiederholen der Schntte 
b) - f) wobei statt der zweiten AtzflQssigkeit eine dritte AtzflQssigkeit verwendet w.rd, d.e 
von der zweiten AtzflQssigkeit verschieden ist. Eine dritte AtzflQssigkeit kann g1e.ch der 
ersten AtzflQssigkeit sein. 

j) Trocknen des Wafers. 

k) Offnen der Haltepins 3 und Abnehmen des Wafers vom Chuck. 

In den folgenden beiden Beispielen sind mSgliche Schichtaufbauten (Stack) angefQhrt und die 
entsprechenden Atzmittel mit denen die Schichten entfernt werden kennen. Die Reihenfo ge 
- der Schichten ist hier nach der Reihenfolge in der die Schichten abgetragen werden gewahit. 
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Beispiel 1 : 



Material der zu entfernenden Schicht 



Siliziumdioxid, aufgebracht durch P- 
TEOS (Plasma unterstQtze 
Gasphasenabscheidung (plasma CVD) 
von Tetraethoxvsilan) 



Schichtdicke 



600 nm 



Atzmittel 



wassrige Losung aus 34% 
Flusssaure 




DB 


Material der zu entfernenden Schicht 


Schichtdicke 


Atzmittel 


1 


Kupfer (PVD-Schicht, Galvanische 
Schicht) — 


600 nm 


69% Salpetersaure 


2 


Barriereschicht (Titannitrid) 


3-5 nm 


wassrige L6sung aus 2% 
Flusssaure und 66% 
s»lpeters§ure 


3 


Thermisches Siliziumdioxid 


100 nm 


wassrige Losung aus 10% 
Flusssaure . 
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PatentansprQche: 

1 . Verfahren zum Behandeln von scheibenfdrmigen Gegenstanden mit einer ersten 
FlUssigkeit und mindestens einer zweiten FlUssigkeit zumindest injeinem definierten 

5 Randbereich eines scheibenfdrmigen Gegenstandes, wobei die ersten flussigkeit von der 
zweiten Flussigkeit verschieden ist, gekennzeichnet durch ) die folgenden 
aufeinanderfolgenden Schritte: 1 

1.1 der scheibenformige Gegenstand wird in die Nahe einer Maske gebracht, wobei der 
Abstand a1 zu der Maske grdlXer gleich 0 mm ist und die Maske in dem Bereich, in 

10 dem der scheibenformige Gegenstand behandelt werden soil, mit dem 

scheibenfdrmigen Gegenstand Uberlappt, 

1.2 Auftragen der ersten FlUssigkeit, so dass diese im Bereich zwischen der Maske und 
dem scheibenformigen Gegenstand gehalten wird, 

1.3 Erhehen des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenfdrmigen Gegenstand 
1 5 auf einen Abstand a2, 

1 .4 Entfemen der auf dem scheibenformigen Gegenstand verbleibenden Reste der ersten 
Flussigkeit, 

1 .5 Verringern des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenfdrmigen 
Gegenstand auf einen Abstand b1 , 

20 1.6 Auftragen der zweiten FlUssigkeit, so dass diese im Bereich zwischen der Maske und 
dem scheibenfdrmigen Gegenstand gehalten wird, 

1.7 Erhdhen des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenfdrmigen Gegenstand 
auf einen Abstand b2, 

1.8 Entfemen der auf dem scheibenfdrmigen Gegenstand verbleibenden Reste der 
25 zweiten Flussigkeit. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste FlUssigkeit eine erste Schicht vom 
scheibenfdrmigen Gegenstand entfernt und die zweite FlUssigkeit die freigelegte 
Oberflache behandelt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die zweite FlUssigkeit die freigelegte Oberflache atzt. 
30 4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die zweite FlUssigkeit die freigelegte Oberflache so 





atzt, dass die darunter liegende zweite Schicht entfernt wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Abstand a2 bzw. b2 mindestens eineinhalbmal so 
groli ist, wie der Abstand a1 bzw. b1. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei zumindest eine der mindestens zwei FIQssigkeiten auf 
35 die der Maske abgewandten Seite aufgebracht wird, urn den umfangseitigen Rand des 

scheibenfdrmigen Gegenstandes fliefit und dann in den Bereich zwischen der Maske und 
dem scheibenfdrmigen Gegenstand eindringt. 
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7. Verfahren nach Anspmch 2, wobei auf der der Maske abgewandten Seite zumindest eine 
Schicht zumindest teilweise entfernt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 2 bei dem zumindest eines der Materialien einer Schicht besteht 
aus der Gruppe enthaltend Siliziumdioxid (thermisches Oxid, TEOS (Tetraethoxysilan)), 
Siliziumnitrid, Titan, Titannitrid, Tantal, Tantalnitrid, Kobalt, Gold, Silber,,Platin, Wolfram, 
Wolframsilizid, Polysilizium, Kupfer, Aluminium, Silikatglas (fluoriertes Silicatglas, 
Borsilicatglas (BSG), Borphosphorsilicatglas BPSG, Phosphorsilicatglas PSG, undotiertes 
Silikatglas (USG)), Bor-Strontiumtitanat (BST), Blei-Zirkoniumtitanat (PST). 

9. Verfahren nach Anspruch 8 bei dem zumindest eines der Materialien einer Schicht aus der 
Gruppe bestehend aus Titan, Titannitrid, Tantal, Tantalnitrid, Kobalt, Gold, Silber, Platin, 
Wolfram, Wolframsilizid, Polysilizium (polykristallines Silizium), Kupfer, Aluminium ist und 
ein anderes Material aus der Gruppe Siliziumnitrid, Siliziumdioxid, Silikatglas ist. 

10. Verfahren nach Anspruch 1 bei dem das Entfemen der auf dem scheibenfQrmigen 
Gegenstand verbleibenden Reste der ersten Atzldsung dadurch erfolgt, dass die 
verbleibenden Reste der ersten Atzldsung abgeschleudert werden. 

11. Verfahren nach Anspruch 1 bei dem das Entfemen der auf dem scheibenfdrmigen 
Gegenstand verbleibenden Reste der ersten Atzldsung durch Abspulen mit einer 
Flussigkeit erfolgt. 

12. Verfahren nach Anspruch 1 bei dem das ErhOhen und Verringern des Abstandes zwischen 
der Maske und dem scheibenformigen Gegenstand durch Anheben bzw. Senken des 
scheibenformigen Gegenstandes geschieht 

13. Verfahren nach Anspruch 1 bei dem das Anheben bzw. Senken des scheibenformigen 
Gegenstandes dadurch geschieht, dass die der Maske zugewandte Oberflache des 
scheibenformigen Gegenstandes Qber GasdQsen angestrdmt wird und zwar durch 
entsprechendes Andern der Geschwindigkeitskomponente des Gasstroms, die normal auf 
die Oberflache des scheibenformigen Gegenstandes wirkt. 

14. Verfahren nach Anspruch 1 bei dem der scheibenformige Gegenstand wahrend der 
Atzbehandlung umfangseitig durch Greifelemente gehalten wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14 bei dem wahrend des Anheben und Senkens des 
scheibenfSrmigen Gegenstandes die Greifelemente nicht anliegen. 




Zusammenfassunq 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Behandeln von scheibenfSrmigen Gegenstanden 
mit einer ersten Flussigkeit und mindestens einer zweiten FIQssigkeit zumindest in einem 
definierten Randbereich eines scheibenformigen Gegenstandes. 
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